Monitoria – Atividades – 4ª. Atividade
Prof. Alexandre Martins Dias

Sugestões: conversem sobre as questões; discutam variações delas; procurem entendê-las.
Bom trabalho !
1.  Fenômenos Elétricos

Questões: 
a) Para um diodo conduzir, a barreira de potencial deve diminuir ou aumentar ? Para isso o diodo deve polarizado na forma direta ou inversa ?

A Barreira deve diminuir. O diodo deve ter polarização direta.
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b) Um LED (diodo emissor de luz) suporta corrente máxima de 0,2 A. Se você deseja acendê-lo em uma bateria de 12 V, sem queimá-lo, que resistência você deve conectar a ele ?
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R = V/imax = 12/0,2 = 60 Ohm
c) Considere um cristal puro de Si14, dopado com Nitrogênio. O semicondutor produzido será Tipo p ou Tipo n ?
Si14 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2  - valência 4e-
N7    :  1s2 2s2 2p3 – valência 5e- => sobra 1 e- ( semicondutor Tipo n

2. Organização de Computadores I

Questões:
a) Use a fórmula TT=FSB x Nr. Bits /8  para calcular as taxas de transferência do barramento AGP 8X (de 533 Mhz e 32 b) e do barramento HT (Hyper Transport) da AMD, de 1600 Mhz e 16 b. Mostre que o HT ainda é 1,5 vezes mais rápido.
AGP:  TT = 533 x 32/8 = 2132 MB/s
HT   :  TT = 1600 x 16/2 = 3200 MB/s    HT / AGP = 3200 / 2132 ~= 1.5
b) Calcule a taxa de transferência do barramento PCI de 64 b operando a 1066 Mhz.
TT = 1066 x 64 /8 = 8528 MB/s

c) Calcule a  largura da barra de endereços de uma placa mãe que suporta 8 GB de memória RAM.
N = 2E , onde N = número de endereços;  E = tamanho dos endereços (em bits). Logo,

8 GB = 2E  => 23  230 = 2E  =>  233 = 2E  =>  E = 33 bits.

